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スペース rl揺が 2~tm 、 3~tm
25%となっている。にもかかわらず、これら
いる。このことは、 1μmのラインJ二で、 InSb 
している。
ピタキシャ
き
Si(111 
今後、 InSb 
を用いて、
しデバイス特性の評価
l 8編
] 4件
l 5件
。）プ口ジェクト
(4）プ口ジェクト成果の応用。
もの
それぞれ 33%、
クの強度が強く現れて
している
AllnSわ薄膜を作製で
いきたい。
でこの分野で先行している Intelでさえ 2μm以上の分摩いバッファ
FETを作製している。しかし我々の研究成果は、僅か 1分子層とい
う非常に薄いパップア躍を介して FEγ構造を作製できる可能性を持っている。しかも、その
。）利用
ている。
らなっており、バッファ層材料による薄膜汚染の問題も
ンストレーションができれば、半導体業界に大きなインパ
いた QW-FET作製に対する いて、こ
取得できると考えている。
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